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Zusammenf assung 

Verfahiren zur Hejiatfcillung von Kanaien and Kavitaten in Halb- 
leitergehausen und elektronigches Bauteil mit derartigen Ka- 
nalen und Kavitaten. 



10 



15 



Die Erflndung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines 
elektronischen Bauteils (1), bei dem ein Opferteil (12) in 
eine Kunststof f gehausef orm mit eingebaut wird, das anschlie- 
.liend aus der fertigen Kunststof f gehausef orm herausgeatst oder 
herausgelost wird, so dass Kanale (7) und/oder Kavitaten (8) 
in dem Kunststof fgehause (2) gebildet werden kOnnen, die ei- 
•nen Eugriff zu Sensorbereichen (5) des Halbleiterchips (3) 
ermbglichen. 

[Figur 2] 
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B©schreibung 

Verfahren zur Herstellung von Kanaien unci KavitMten in Halb- 
leitergehausen und elektronisches Bauteil mit derartigen Kb- 
5 nalen und Kavitaten. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Ka- 
nSlen und Kavit^ten in Halbleiterchips aufweisenden Kunst- 
stof fgehausen zum. Zufuhren von FlUssigkeiten, Drucken, Gasen 
10 Oder optischen Signalen zu dem Halbleiterchip . Daruber hinaus 

• betrifft die Erfindung ein elektronisches Bauteil mit derar- 
tigen KanSlen und/oder Kavitaten- 

Zunelraend werden nicht mehr Kombinationen von Auswertungs- 
15 scbaltungen mit externen Sensoren sondern Halbleiterchips mit 

integrierten Sensoren eingesetzt. Insbesondere eignen sich 

soiche Halbleiterchips zur Messung von Gasdurchf Itissen und 
. Gasdrucken sowie Flussigkeitsdurchf lussen und Flussigkeits- 

drdcken. Dazu konnen die Fltissigkeiten und Gase iiber Wider- 
20 standsstrukturen eines Halbleiterchips gefiihrt werden und 

Signale liefern, die ^owohl uber die Fiussrichtung, die Star- 
•ke des Durchflusses und uber den Druck Auskunft geben. Gehau- 

se derartiger Sensoren sind aufwendig herzustelien und rela- 

tiv komplex . 

25 ■ 

• Auf gabe der Erfindung ist es^ ein Verfahren zur Herstellung 
eines elektronischen Bauteils mit einem Sensor auf einem 
Halbleiterchip in einem Kunststof f gehSuse zxx schaffen, das 
preiswerter herzustelien ist und das Ausschussrisiko komple- 

30. • xer Gehausef ormen vermindert. 
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Diese Aufgabe wird jnit dein Gegenstand der unabhangigen An- 
spruche gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus 
den abhangigen Anspruchen . 

5 , Erf induhgsgemafi wird ein Verfahren zur Herstellung eines e- 
. lektronischen Bauteils angegeben, das die nachf olgenden Ver- 
^ahrensschritte aufweist, ZunMchst wird ein Halbleiterchip 
auf einem SchaltungstrMger bereitgestel It ^ wobei der Halblei- 
terchip auf seiner aktiven Oberseite mindestens einen Sensor- 
10 bereich aufweist. Auf diesejn Sensorbereich des Halbieiter- 

chips wird ein Opferteil aufgebracht. Anschliei^end wird der 
• . • .derart praparierte Halbleiterchip mit einem Schaltungst rager 
. . und mit dem auf gebrachten Opferteil in eine Spritzgussf orm 

eingebracht- Dabei kann eine Teilflache d©s Opf ermetalls eine 
15 Innenwandung der ' Sprit zgussf orm beruhren. Nach dem SchlieRen 
der Spritzgussform wird diese mit einer Kunststof fmasse unter 
Einbetten der in der Spritzgussf orm eingebrachten Komponenten 
, aufgefullt, Nach Abkahlen der Kunststof f gehSusemasse kannen 
die verpackten Komponenten aus der Spritzgussf orm entnommen 
20 werden. AnschlieBend wird das Opferteil aus der Kunst stof f ge- 
hausemasse unter Bilden mindestens eines Kanals und/oder ei-: 
ner Kavitat herausgeStzt oder herausgel6st . Das Opferteil 
kann aus Metall, Kunststoff oder aus einem anderen geeigneten 
Material hergestellt sein, 

25 

FUr dieses Verfahren kann der Schaltungstrager mehrere Bau- 
teilpositionen aufweisen, wobei in jeder der Bauteilpositio- 
aen ein Halbleiterchip mit mindestens einem Opferteil positi- 
oniert ist. Ein derartiger Schaltungstrager kann dann in ei- 
30 ner gro^f i^chigen Spritzgussf orm zu einer Kunststoff gehfiuse- 
platte mit mehreren Bauteilpositionen vergossen werden. Dabei 
entsteht ein Nutzen, der mindestens in jeder Bauteilposit ion 
ein Opferteil aufweist/ da© von einer f reiliegenden TeilflS- 
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che an der Oberseite bis zu d.em Sensorbereich jedes Halblei- 
terchips verlauf t , Diese Opferteile konnen dann gleichzeitig 
in einem nachf olgenden Atzschritt Oder L5sungsschxitt aus der 
Kunststof fplatte herausgeatzt bzw. herausgelcJst werden, 

5 

Die Vorteile dieses Verfahrens liegen darin, dass das Kunst- 
stof fgehause nicht aus' mehreren Einzelstucken zusairiinengebaut 
zu werden braucht. Dabei ist die Kanalf ilhrung und die Ausbil- 
dung von HohlrSumen beliebig. Die Geometrie dsr Kanale und' 

10 der Hohlraume wird namlich im wesentlichen durch die Geomet- 
rie des Opferteils bestimmt. Durch dieses Verfahren wird es 
ermoglicht^ Kanale und/oder Kavitaten herzustellen^ deren 
Querschnitt zum Sensorbereich des Halbleiterchips hin zu- 
nimmt, Es lassen sich sogar gekrtimmte KanMle herstellen, die 

15 unterschiedliche Sensorbereiche auf einem Halbleiterchip mit- 
einander verbinden kSnnen. 

Das i?iufbringen eines Opferteils kann vereinfacht und rationa- 
. lisiert werden^ indem dieses Aufbringen zusammen mit dem Bon- 

20 den von Bonddrahten zur Kontaktierung des Halbleiterchips er- 
folgt. Die Opferteile konnen auch zuvor oder danach mit einem 
separaten Bond- oder Klebeverf ahren beispielsweise mit ande- 
ren Materialien oder Drahtdurchmessern aufgebracht werden. 
Dabei k5nnen Bonddrahte, die als Opferteil dienen sollen, zu- 

25 nachst mitt els Bonden unter Ausbilden eines Bondkopfes oder 
Bondbogens auf dem Sensorbereich des Halbleiterchips befes- 
tigt werden. Diese BonddrShte werden dann derart verlangert 
ausgebildet, dass sie uber. eine vorgegebene Kunststof fverpa- 
ckungshOhe hinausragen. Dieses Verfahren hat den Vorteil, 

30 . dass her k5mraliche* Bondanlagen eingesetzt werden konnen^ um 

AtzkanMle und/oder Atzkavitaten vor zubereiten . Beim Einbrin- 
gen derart vorbereiteter Bondverbindungen in eine Spritzguss- 
form beruhren die Uber die Kunststof fverpackungshci>he hinaus- 
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fagenden Bonddrahte die Innenwandung der Sprit zgussform, so 
dass sie beim Auffullen der Spritzgussf orm init einer Kunst- 
stof fgehausemasse an der Beruhrungsf lache nicht von Kunst- 
stoffmasse bedeckt werden. Nach dem Entnehmen der verpackten 
5 Komponenten aus der Spritzgussf orm kann dann von diesen frei- 
liegenden Teilflachen der Bonddrahte aus das HerausStzen der 
BonddrMhte erfolgen, wodurch sich Atzkanale und/oder Atzkavi- 
taten ergeben, 

10 Die Bonddrahte bilden beim Bonden entweder einen Bondkopf o- 
der einen Bondbogen. In beiden Fallen entstehen charakteris- 
tische Atzkanale oder Atzkavitaten^ die das erf indungsgem^fte 
Verfahren jcennzeichnen , Durch die Bonddrahte kann ein ganzes 
Kanalsystem geschaffen werden. Organische Sensoren, z.B, 

15 Gleichgewichtsorgane wie das Vestibularorgan konnen durch 

ringfOrmig angeordnete AtzkanMle im Randbereich eines Halb- 
leiterchips nachgebildet werden* 

Anstelle von Bondstrukturen als Opferteile konnen auch vorge- 
20 formte Opferteile in der gewiinschten geometrischen Form auf 
entsprechende Sensorbereiche des Halbleiterchips aufgeklebt 
werden/ was schonender durchfuhrbar ist als ein LOten. Auf 
diese Weise konnen bruchempf indliche Vibrationsbalken eines 
Beschleunigungssensors zuveriassig mit einer Kavitat verbun- 
25 den werden. Derartige mechanisch empfindliche Bereiche k5nnen 
1^ durch die Klebetechnik mit Opferteilen verbunden werden, und 

nach dem VergieJien in einer Kunststof f gehciusemasse kCinnen 
dann diese Sensorbereiche, die zunSchst von dem Opferteil ab- 
gedeckt wurden, durch Herausatzen oder Herausl5sen des Opfer^ 
30 tells sowie des Klebstoffs unter Ausbilden von KavitcLten 
• freigelegt werden. 
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Das Opferteil .kann auch auf den Sensorbereich des Halbleiter- 
chips aufgel<>tet werden. Dieser Lotvorgang kann gleichzeitig 
mit dem Auflaten der passiven Ruckseite des Halbleiterchips 
auf eine Chipinsel erfolgen, wenn dabei ein mit einer lotfoa- 
5 ren Schicht versehenes Opferteil auf die aktive Oberseite des 
. Halbleiterchips in dessen Sensorbereich aufgelegt wird. 

* Nach dem Entnehmen der verpackten Komponenten aus der Spritz- 

• gussform kann sich Kunst stof f gehSusemasse auf den ursprUng- 
10 . lich die Innenwand beruhrenden Teilfiachen des Opferteils 

festgesetzt haben. In diesem Fall konnen Storungen vermieden 

■ werden^ wenn ei.ne Teilflache des Opferteil^ vor dein Herausat- 

■ zen Oder Herausl^Ssen des Opferteils freigelegt wird, bei- 
spielsweise durch Anlosen der Kunststof f gehauseraasse oder 

15 durch einen mechanischen Abtrageschritt ^ wie einem Laserab- 
trags-, Wasserstrahlabtrags- oder Schleif schritt • 

. Eine andere Moglichkeit, solche Storungen zu vermeiden, be- 
steht darin, die Innenwand der Sprit zgussform vor dem Ein- 
.'20 bringen der zu verpackenden komponenten in die Spritzgussf orm 
mit einer Folie zu bedecken. In diese Folie kann sich beim 
' ' Schliefi»en der Sprit zgussf orm die herausragende Teilflache des 
Opferteils einprSgen und damit vor einem unerwunschten Be- 
schichten durch Kunststof f gehausemasse geschiitzt werden. 

25 

Die Kunststof f gehausemasse wird vorzugsweise unter einem re-^ 
lativ hohen Druck von 10 bis 15 MPa in die Sprit zgussf orm 
eingespritzt . Dieser hohe Druck sorgt dafur, dass die feinen 
Strukturen der einzubettenden Bondverbindungen und der Halb- 
30 leiterchip vollstandig von Kunststof f gehausemasse umhailt 

werden, wobei Lunker oder Blasen in der Kunststof f gehausemas- 
se vermieden werden. Vor dem Einspritzen in die Spritzguss- 
form. wird ein© derartige Kunststof f gehausemasse bei erhohter 
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Temperatur vorbereitet, indem vorzugsweise Polymerkunststof f 
bis zu einem Fullgrad zwischen 60 und 95 Gew.% mit Keramik- 
partikeln Oder Rulipartikeln gemischt wird. Ein derartig hoch- 
gefullter Polymerkunststof f ist einerseits resistent gegen 
5 die fur das HerausStzen einzusetzenden Metaliat zlosungen oder 
kunststof flosungsmittel^ insbesondere durch den hohen Anteil 
an Keramikpartikeln, und auJ^erdem sorgt der hohe Anteil an 
Keramikpartikeln in der Kunststof f gehausemasse fur ein An- 
gleichen des thermischen Ausdehnungsv^rhalt ens der Kunst- 
10 stof f gehausemasse an das thermische Ausdehnungsverhalten de$ 
Halbleiterchips . 

Bei einem weiteren Durchfiihrungsbeispiel des Verfahrens wird 
anstelle des thermoplastischen Polymerkuriststof f es ein Du- 
"15 roplast, wie ein Epoxidharz eingesetzt, das vor dem Einsprit- 
zen der Kunststof f geh^usemasse in die Spritzgussf orm mit ei- 
nem Fiillgrad zwischen 60 und 95 Gew,% mit KeraJtnikpartikeln 
und/oder Ruiipartikeln gemischt wird. 

20 . Nach dem Entnehmen der verpackten Komponenten aus der Spritz- 
gussform und einem eventuell notwendigen Freilegen der Teii- 
flachen des Opferteils von der Kuns tstof f gehausemasse, wird 
das Opferteil in einer MetaliatzlOsung oder in einem Kunst- 
stof f losungsmittel selektiv aufgelost. Die Zusammenset zung 

25 einer Metall^tzlGsung hangt von dem Material des Opfermetalls 
ab. Ein Opferteil aus Aluminiumlegierungen kann mit einer Ka- 
liumlauge aus der erstarrten Kunststof f gehausemasse herausge- 
last warden. Filr Opferteile aus Goldlegierungen sind aggres- 
aivere AtzbSder erf orderlich, wie beispielsweise Konigswas- 

30 ser. 



Eine weitere MOglichkeit des selektiven Entfernens des Opfer- 
teils besteht darin, eine Trockenat ztechnik anzuwenden, Dazu 



Fax G3 Nr: 583341 von 0 an VERMITTLUNG (Seite 9 von 30) 
vom 02.10.02 17:23 Uhr- Status: Druckerfehler 
Betreff: 30 Seite(n) empfangen 



02/10/2002 17:22 +49-89-32199388 
FIN 409/200211619 



7 



SCHWEIGER & PARTNER 



S. 10 



• . kann das Opferteil mit einem Plasma aus reaktiven Gasen bear- 
beitet werden. Als derartige reaktiv«3 Case eignen sich fur 
ein Grossteil der Metalle, instaesondere fOr Aluminiumlegxe- 
, . rung,, chlorhaltige Gase^ die mit einer hohen TrockenSt zrate 
-5 das Opferteil aus der Kunststof f geh^usemasse herauslOsen uiid 
. eihen entsprechenden Atzkanal und/oder eine Atzkavitat in der 
Kunststof f gehSusemasse zuriicklassen . 

Erf indungsgemaji wird ein elektronisches Bauteil mit einem 
10 Ktinststoffgehause geschaffen^ das mindestens einen Halblei- 
.'terchip aufweist. Der Halbleiterchip weist auf seiner aktiven 
Oberseite mindestens einen Sensorbereich auf. Das Kunststoff- 
gehause verfiiigt iiber mindestens eine Offnung zu einem Kanal 
und/oder zu einer Kavitat in einer gegossenen Kunststof fjnas- 
15 se. Der Kanal und/oder die Kavitat enden auf dem mindestens 
• einen Sensorbereich des Halbleiterchips . Dabei k5nnen sich 
der Kanal oder die Kavitat unter Bildung einer Hinterschnei- 
dung in Richtung auf den Halbleiterchip hin erweitern und 
■ggf- auch wieder verengen. Ein derartiges elekt ronisches Bau- 
20 teil mit einem Kanal und/oder einer KavitMt hat den Vorteil, 
dass das Kunststof fgehause nicht aus mehraren unterschiedli-- 
Chen Gehausestrukturen zusammengesetzt ist. Durch die erfin- 
dungsgemaiie M&glichkeitf Kanale und/oder Kavitaten in ein 
Kunststof fgehause mit vorgegebener Geometrie einzubringen^ 
•25 kann somit aiisgehend von wenigen Bestandteilen ein relativ 
koittplexes Sensorgehause aufgebaut werden. 

Eine vorteilhafte Besonderheit liegt darin, dass der Kanal 
und/oder die Kavitat eine zum Sensorbereich hin gr<5i5eren 
30 ■ Querschnitt aufweisen konnen als die Offnung in der Oberfia- 
•■ • Che des Kunststof fgeh^uses . Somit k5nnen in vorteilhaf ter 
" Weise Sensoren hergestellt werden, deren Austausch an Medien 
mit der Ujngebung, wie Fliissigkeiten oder Gase, durch die GrG- 



Fax G3 Nr: 583341 von 0 an VERMITTLUNG (Seite 10 von 30) 
vom 02.10.02 17:23 Uhr- Status: Druckerfehler 
Betreff: 30 Seite(n) empfangen 



62/10/2002 17:22 +49-89-32199388 
FIN 409/200211619 



8 



SCHWEIGER & PARTNER 



S. 11 



Be der ^ffnung im Verh^itnis zur Groiie des Sensorbereichs op- 
timiert warden kann . Auch ktinnen durch Hintereinanderschaiten 
von mehreren Offnungen in der Kunststof f gehSusemasse Geomet- 
rien .bereitgestellt warden, welcha die Messung von Strdmungs- 
5 geschwindigJceiten und Durchf lussmengen von Gasen und/oder 
FlussigJceiten ermOglichen. 

Das elektronische Bauteil kann auch raumlich gekrummte Kanale 
aufweisen, was den Vorteil hat, daii der Stromungswiderstand 
10 fur Gase und FlUssigkeiten in den Kanalen einsteilbar ist. 

• . Durch unterschiedliche Kruimnungsradien lassen sich unter- 
■ . schiadliche StrOmungsef f ekte erzielen. 

Der Sensorbereich eines derartigen Halbleiterchlps kann so 
is ■ ausgebildat sein, dass er als Drucksensor, als Gassensor, als 
FlUsslgkeitssensor, als Beschleunigungssensor und/oder als 
Photosensor wirksam ist. Fine Auswerteschaltung kann uninit- 
telbar an den Sensorbereich des Halbleiterchlps angeschlossen 
werden und uber entsprechende Verbindungen auf AuBenkontakte 
20 des Halbleiterbauteils gelegt sein. In einer Mehrzahl von 
derartigen Sensoren in Verbindung mit Kavitat und entspre- 

• chend'en Offnungen in der -Kunst stof f gehausemasse k5nnen Stro- 
inuj>gsriGhtungen, StromungsdrUcke, StrCmungsdurchsSt ze und an- 
dere Medienparameter ermittelt werden. 

25 

• Elnen besonderen Vorteil llefert die Erfindung far Photosen- 
. soren. Die Kavitat und insbesondere die Offnung an der Ober- 

fiache k^5nnen n^mlich der Form einer Saimnellinse angepaftt 

f=if?>i.r\f f?r> d.=J^.c; dir^-r Ph of 0.c?«r» .cr o 7:11 Rjumm^n ttti 1" ri<=»m f^oVv ^3 n .c; (=i anno 

3.0 fertige Mikrokamera darstellt* Der Kanal und/oder die Kavitat 
. weisen die Form eines vorgef ormten und in die Kuns ts tof f ge- 
hausemasse eingegossenen Opferteils auf, dessen frei zugang- 
liche- Teilfiache auf der AuBenseite der Kunststof f gehausemas- 
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se kleiner ist ais seine Querschnittsf lache im Sensorbereich . 
Dera.rtige geometrisch vorgeformte Opferteile konnen jede be-- 
liebige Form annehmen, da sie nach dem Formgeben der Kunst- 
• stoffgehausemasse aus dieser herausgeatzt werden und einen 
.5 Kanal und/oder eine Kavitat zurucklassen . 

• Ein T.eil des Kanals und/oder der Kavitat kann die Form eines 

• Bonddrahtes und/oder eines Bondkopfes und/oder eines Bondbo- 
gens aufweisen. Diese drei unt erschiedlichen Ausformungen ei- 

10 ner Bonddrahtverbindung ergeben sich durch die Eigenart^ wie 
ein Bonddraht auf einem Halbleiterchip befestigt werden kann. 
Einerseits kann er auf eij>er Kontaktf l^che als Bondbogen au3- 
gebildet sein, wobei im Bereich der starksten KrOmmung des 
Bondbogens die Mikroschweilistelle der Bondverbindung liegt. 

.15 Andererseits kann der Bonddraht einen Bondkopf ausbilden^ 

wenn vor dem Aufbringen des Bonddrahtes auf eine entsprechen- 
de SensorflMche des Halbleiterchips der Bonddraht zu einem 
Tropfen vorgeschmolzen wird, der dann in einem MikroschweiiB- 
prozess mittels Thermokompressionsbonden auf der Kontaktfla- 

.20 . .che einen Bondkopf ausbildet. 

Der zwischen Bondbogen und Bondkopf angeordnete Bonddraht 
kann zur Ausbildung raumlich beliebig gekrtimniter Atzkan^le 
• von Bondbogen zu Bondbogen pder von Bondkopf zu Bondbogen g'e- 

25 . fuhrt sein. Bei dieser Ausf ahrungsform der Erfindung k5nnen 
Su/ierst dunne Atzkanale in der Kunststof f gehausemasse zur 
Verfiigung gestellt werden. Andererseits lassen sich auch 
Bohdbander anwenden^ die dann Atzkanaie mit nahezu rechtecki- 
gem Querschnitt in der Kunststof f gehausemasse zur Verfiigung • 

30 stelien. 

Da Bondverbindungen auch erforderlich sind, urn die Sensorsig- 
nale von dem Halbleiterchip zu entsprechenden Aufienkontakt- 
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flachen herauszufllhren, erfordert die Vorbereitung von Atzka- 
nslen und/oder Atzfcavitaten nicht unbedingt einen separaten 
Bondschritt. Soxnit schafft die Erfindung ein preiswertes e- 
lektronisches Bauteil, das Kanale und/oder Kavitaten auf- 
• 5 weist, die mit Sensorbereichen auf der aktiven Oberseite ei- 
nes Halbleiterchips in Verbindung stehen und eine nahezu'be- 
liebige^ an den Sensorbereich angepasste Geometrie aufweisen 
kdnnen . 

10 Zusammenf assend ist f est zustellen, dass der Bedarf an zus^tz- 
lichen Offnungen in einem Halbleiterchipgehause zur Detektion 
und Auswertung von Drucken^ optischen Signalen, Gasen 
und/oder Flussigkeiten stSndig zunimmt. Um diesen Bedarf kos- 
tengOnstig zu bedienen, vermeidet die vorliegende Erfindung 

15 aufwendige Gehause, die aus mehreren vorgef ertigten und zu- 

sannmengesetzten Kunststof f spritzgussteilen bestehen, Vielmehr 
wird ein Halbleitergehause mit einem Transf ermoldverf ahren in 
einem Stuck hergestellt. 

20 Vor dem eigentlichen SpritzgieBen mit einer Kunsts tof f gehau- 
semasse warden zwischen Halbleiterchip und- Sprit zgussform an 
den Stellen und in der geometrischen Form, an denen Offnungen 
mit anschlielbenden Kanalen fur die spatere ZufUhrung von DrO- 
cken, optischen Signalen, Gasen oder Flussigkeiten vorgesehen 

25 sind, geometrische Kttrper in Form von Opferteilen einge- 
bracht, Ein Anf angsbereich dieses Opferkarpers ist an dem 
Sensorbereich des Halbleiterchips angeordnet und ein Endbe- 
reich wird am Rand der Sprit zgussform in Position gebracht* 
Die Geometrie dieses Opferteils ist so ausgefUhrt, dass ein 

30 mafig^nauer Kanal und/oder eine Kavitat gebildet werden kann, 
die am Sensorbereich des Halbleiterchips endet . Nach Ab- 
schluss des Sprit zgussvorgangs wird das Opferteil herausge-" 
lost, so dass Kanale und/oder Kavitaten zuruckbleiben . 
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Das Opferteil kann mittels Drahtbonden eingebracht warden, 
indem der erste Bondkontakt auf dem Chip hergestellt wird und 
anschlieliend der Bonddraht zum Rand des sp^teren Spritzguss- 
5 kdrpers gefahrt wird. Dabei kOnnen Reinmetalldrahte und/oder 
Legierungen mehrerer Metalle als Bonddraht eingesetzt werden, 
■ Durch die Bonddraht fiihrung ist eine beliebige At zkanalf Uhrung 
mCglich, und es sind zur Herstellung des Geh^uses mit Cffnung 
zu Sensorbereichen eines Halbleiterchips keine bauf ormspezi- 
•10 fischen Teile erf orderlich * Weiterhin kann ein Drahtbonder 
• ^ einen ersten und einen zweiten Bondkontakt herstellen, wobei 
der Drahtbogen derart" ausgefilhrt wird^ dass die hochste Stel- 
le des Bonddrahtbogens am Rand des spSteren Sprit zgusskorpers 
liegt. Beim SchlieJSen der Spritzgussf orm werden derart hoch-- 
15 • gezogene und hochgebogene Drahte gegen die Innenwandung der 
Spritzgussf orm gepresst und somit kalibriert. 

Eine weitere Moglichkeit, Kanale und/oder Kavitaten in einer 
HalbleitergehSusemasse zu realisieren, besteht darin, vorge- 
-.20 formte Telle, mit denen der Haibleiterchip bestUckt wird, 
. aufzukleben, aufzul5ten Oder ebenfalls zu bonden , Nach dem 
Binbetten des Halbleiterchips mit den Opferteilen konnen die- 

■ den. Dazu ki>nnen nasschemische oder Trockenatzprozesse oder 
25 Plasmaveraschung dienen. Bei der Plasmaveraschung wird ein . 

Plasma aus reaktiven Gasen hergestellt, die das Opferteil 
riickstaridsf rei in gasfonuige Komponenten umsetzen, die in der 
Plasmaveraschungsanlage abgepumpt v/erden. Werden die freien 
Enden der eingebrachten Opferteile oder der Bonddrahte mit 
30. einer. dilnnen Schicht aus Moldmasse bedeckt, so kann durch 

■ Wasserdruckstrahlen, Sandstrahlen Lasers trahlen oder durch 
• chemisches Anliisen diese dUnne Schicht entf ernt werden und 

sbmit" die Teiiflachen freigelegt werden, von denen aus KanS^le 
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.und/oder Kavitaten in die Kunststof f gehSusemasse dann einge- 
bracht werden k^^nnen. 

Die Erfindung wird nun anhand der beigefagten Figuren naher 
■5 erl^utert , 

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein er- 

stes erfindungsgemal^es elektronisches Bauteil, 
Figur 2 zeigt das erste elektronische Bauteil aus Figur 1 
10 nach dem Entfernen von Bonddrahten^ 

Figur 3 z^xgt einen schematischen Querachnitt durch ein 

zweites erf indungsgemalies elektronisches Bauteil^ 
Figur 4 zeigt das zweite elektronische Bauteil aus Figur 3 
nach dem Entfernen' eines Opferteils, 
15 Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

drittes erf indungsgemafies elektronisches Bauteil, 
Figur 6 zeigt das dritte elektronische Bauteil aus Figur 5 

nach deia Entfernen eines Opferteils, 
Figur 7 zeigt das dritte elektronische Bauteil aus Figur 6 
, 20 • nach dem Aufbringen einer optischen Linse auf eine 

Offnung einer Atzkavit^t, 

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein ers- 
tes • elektronisches Bauteil 1, Das erste elektronische Bauteil 

25 . 1 weist ein Kunststof f gehause 2 mit einer Kunststof f gehause- 
packungshiJhe h auf. Aus dem Kunststof fgehSuse 2 ragen Aufien- 
flachleiter 16 eines Schaltungstragers 13 heraus^ die inner- 
halb des Kunststof fgehauses 2 in Innenf lachleiter 19 aberge- 
heri und teilweise uber Bonddrahte 10 mit der aktiven Obersei- 

30- te 4 eines Halbleiterchips 3 verbunden sind, Der Haibleiter- 
chip 3 ist auf einer Chipinsel 17 des Schaltungstragers 13 
angeordnet , Xn dieser Querschni ttsansicht bilden die Bond- 
dr&hte 10 einen geometr ischen Korper als Opferteil, der an- 
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schlieBendr wie es Figur 2 zeigt, unter Zuracklassung von 
Atzkanalen und At zkavitSlten einen Teil eines Detektors bil- 
det. Dazu ist auf dem irechtsseitigen Rand des Halblaiter- 
chips 3 ein Sensorbereich 5 von einem ersten Bondkontakt in 
5 Form eines Bondkopfes 11 bedeckt, dessen Bonddraht 10 unmit- 
telbar zur Oberseite 18 des ersten elektroni schen Bauteils 1 
gefiihrt ist. Ein derartiger Bondkopf 11 wird auf dem Sensor- 
bereich 5 befestigt und sein zugeh5riger Bonddraht 10 wird 
zur Oberseite 18 des ersten elektronischen Bauteils 1 ge- 

10 f iihrt - Mit dieser Anordnung eines Bondkopfes 11 mit Bond- 
draht 10 wird im Sensorbereich 5 des Halbleiterchips 3 ein 
vertikaler Atzkanal mit Erweiterung zu einer Atzkavitat ge- 
schaffen, wenn anschlieliend der vertikal angeordnete Bond- 
draht 10 und der Bondkopf 11 aus der Kuns ts tof f gehausemasse 9 

15 herausgeatzt sind. 

Linksseitig in Figur 1 ist ein weiterer Bonddraht 10 angeord- 
net, der auf dem Sensorbereich 5 des Halbleiterchips 3 einen 
Bondkopf 11 aufweist und einen hochgezogenen Drahtbogen 20 
20 bildet, der in einen Bondbogen 21 auf dem Innenf lachleiter 19 
Tiibergeht. D^r hochgezogene Drahtbogen 20 ist derart ausge- 
fuhrt, dass seine hOchste Stelle an der Oberseite 18 des 
Kunststof f gehSuses 2 liegt und eine TeilflMche 14 bildet, die 
nicht von Kunststof f gehausemasse 9 bedeckt ist. Selbstver- 
25' standlich sollen die hier nicht gezelgten Bonddrahte, die zur 
elektrischen Kontaktierung des Halbleiterchips 3 mit den Au- 
C^enf lachleitern 16 verwendet werden, nicht als Opferteil die- 
nen. Dies ergibt sich dadurch, dass diese nicht auf der Ober- 
seite 18 austreten, wodurch sie vor Aulieneinf Idssen geschutzt 
.30* sind. 
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FiguJT 2 zeigt einen schematischsn Querschnitt durch das e-ste 
elektronische Bauteil 1 aus Figur 1 nach dem Entfernen der 
beiden Bonddrahte 10, 

Die in Figur 1 gezeigten Bonddrahte 10 werden mit einer Me- 
tallatzlasung ruckstandsf rei aus der Kunststof f gehSusemasse 9 
herausgeldst , Die datoei entstehehden Atzkanale 7 und Atzkavi- 
tMten 8 weisen geometrisch die Form der herausgeat zten Bond- 
verbindungen auf . Somit ist eine beliefoige Kanalfuhrung xnog- 
lich, die den Erf ordernissen des Sensorbereichs 5 entspricht, 
Ein derartiger Sensorbereich 5 kann Strukturen aufweisen, die 
durch hintereinandergeschaltete Atzkanale Stromungsrichtun- 
gen,- .Stromungsdrucke und StrcJmungsdurchsat ze von Flussigkei- 
ten und/oder Gasen uber die Auf^enf lachleiter 16 als elektri- 
15 sche Signale ausgeben. GekrUmmte Atzkanale, wie sie in Figur 
2 zu sehen sind, erhi5hen dabei den StrOmungswiderstand, Dar- 
uber hinaus weist die Atzkavitat 8 uber dem Sensorbereich 5 
einen grofieren Querschnitt auf als die Offnung 6 auf der 
rechten Seite der Figur 2 in dem Kunststof f gehause 2 des ers- 
20 ten el.ektronischen Bauteils 1. 



10 



Fiour 3 zeigt slnen fjc^hftma t*. i <?r:h«n Qnorsohnitt dur-ch e>in swci — 

tes elektronisches Bauteil 31 mit einer von Kunststof fgehSu- 
semasse 9 f reigelegten Teilfiache 14 eines ersten Opfer- 
25 teils 12. Koinponenten mit gleichen Funktionen wie in den vor- 
hergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht extra erOrtert. 

Das erste Opferteil 12 erweitert sich konisch in Richtung auf 
30 die Sensorfiache 5 des Halbleiterchips 3. Dieses erste Opfer- 
teil 12 ist auf den Sensorbereich 5 des Halbleiterchips 3 
■ aufgeklebt. Die TeilflSche 14 ist kleiner als die Klebefl^che 
2 6 zu dem Sensorbereich 5 des Halbleiterchips 3, Der Sensor- 



Fax G3 Nr: 583341 von 0 an VERMITTLUNG (Seite 17 von 30) 
vom 02.10.02 17:23 Uhr- Status: Druckerfehler 
Betreff: 30 Seite(n) empfangen 



02/10/2002 17:22 +49-89-32199388 
FIN 409/200211619 



SCHWEIQER & PARTNER 

15 



S. 18 



bereich 5 des Halbleiterchips 3 ist in dieser Ausf uhrungsf orm 
der Erfindung als Photodiode ausgebildet. 

Figur 4 zeigt einen schema tischen Querschnitt durch das zwei- 
5 te elektronische Bauteil 31 aus Figur 3 nach dem Entfernen 
des ersten Opferteils 12. 

Nach dem Entfernen des ersten Opferteils 12 entsteht eine 
Offnung 6 in der Oberseite 18 des Kunsts tof f gehauses 2, die 

10' zu einer AtzkavitSt 8 gehort, welche auf der Oberseite 4 des 
Sensorbereichs 5 des Halbleiterchips 3 endet . Durch die Off- 
nung 6 kann Licht auf den Sensorbereich 5 fallen, dessen In- 
tensitat als Photospannung an den Aufienf lachleitern 16 gemes- 
sen werden kann. Mit dem erf indungsgema/ien Verfahren lassen 

15 sich somit Atzkavitaten 8 in ein Kunststof f gehause 2 einbrin- 
gen, deren Querschnitte zur Gehausemitte hin oder zum Halb- 
leiterchip 3 hin zunehmen. 

Figur 5 zeigt einen schemati'schen Querschnitt durch ein drit- 
20 tes elektronisches Bauteil 51 mit einer von Kunststof f gehSu- 
semasse 9 f reilxegenden Teilflache 14 eines zweiten Opfer- 
teils 120* Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den 
vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen ge- 
kennzeichn^t und nicht extra erOrtert. 

25 

Dieses zweite Opferteil 120 unterscheidet sich von dem ersten 
Opferteil 12 der Figur 3 dadurch, dass zusatzlich zu dem ko- 
nischen Profil des Opf erk^^rpers der Figur 3 eine scheibenfor- 
mige Erweiterung 22 im Bereich der TeilflSche 14 vorgesehen 
30 ist,. wodurch ein komplexes Foriuteil berei tgeatellt wird. 
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Figur 6 seigt einen schemat ischen Querschnitt durch das drit- 
te elektronische Bauteil 51 aus Figur 5 nach dem Entfernen 
des zweiten Opferteils 120. 

. 5 Durch das Entfernen des in Figur 5 gezeigten zweiten Opfer- 
teils 120 wird eine exakt strukturierte Atzkavitat 8 in dera 
Kunststof f gehause 2 geschaffen, wobei die scheifoenf ormige Er- 
weiterung 22 des zweiten Opferteils 120 der Figur 5 nun einen 
Ansatz 23 in der Atzkavitat 8 schafft, so das3 die sich ko- 

10 nisch erweiternde Kavitat beispielsweise von einer Glasgchei- 
be zum Schutz der Photodiode" im Sensorbereich 5 des Halblei- 
terchips 3 abgedeckt warden kann. 

. Figur 7 zeigt einen schemat ischen Querschnitt durch das drit- 
■ 1.5 te eiektronische Bauteil 51 aus Figur 6 nach dem Aufbringen 

einer optischen Linse 15 auf eine Offnung 6 der Atzkavitat 8. 

Anstelle einer einfachen^ durchsichtigen Glasscheibe kann auf 
den Ansatz 23 eine Linse 15 mit einer Klebstof f naht 24 aufge- 
20 bracht ^ein, wodurch ein Lichtsanurielef f ekt entsteht und bei 

entsprechender Strukturierung der aktiven Oberseite des Halb- 
leiterchips 3 eine Mikrokamera realisiert wird. 

Es ist auch denkbar^ die Atzkavitat 8 vor dem VerschlieJien 
25 mit einem Stoff zu fUllen, z-B. mit einer Flussigkeit mit ge- 
wunschten optischen Eigenschaf ten . 

Die hier gezeigten Kontakt f lachen 25 mit Verbindung zu den 
Auf^enf lachleitern 16 entsprechen nicht den realen VerhAltnis- 
30 sen, sondern sind hier aus Darstellungsgriinden vergr6fiert 
dargestellt. 
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Bezugszeichenliste 

1 erstes elektronigches Bauteil 
31 zweites elektronisches Bauteil 

;5 51 drittes elektronisches Bauteil 

2 Kunststoffgehduse 

3 Halbleiterchip 

4 aktuelle Oberseite 

5 Serisorberelche 
.10 6 Offnung 

7 Kanal 

8 Kavitat 

1*110 9 Kunststof f gehausemasse 

10 Bonddraht 

■ 15 11 Bondkopf 

12 erstes Opferteil 

120 zweites Opferteil 

• 13 SchaltungstrSger 

14 Teilflache 

20 15 optische Linse 

16 AuBenflachleiter 

17 Chipinsel 

18 Oberseite des elektronischen Bauteils 

19 Inrienf lachleiter 
25. 20 Drahtbogen 

21 Bondbogen 

22 scheibenformige Erweiterung 

23 Ansatz 

24 Klebstof fnaht 

3G 25 KontaktflSiche des Halbleiterchips 

26 Klebeflache 

.h Kunststof f gehausepackungshohe 
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1.. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 
■ (1), das folgende Verf ahrensschritte aufweist: 
.5 - • Bereitstellen eines Halbleiterchips (3) auf einem 

Schaltungstrager (13), wobei der Halbleiterchip (3) 
auf seiner aktiven Oberseite (4) mindestens einen 
Sensorbereich (5) aufweist^ 

Aufbringen eines Opferteils (7; 12) auf den Sensor- 
10 bereich (5) des Halbleiterchips (3), 

Einbringen des Halbleiterchips (3) mit Schaltungs- 
trager (13) und Opferteil (7; 12) in eine Spritz- 
gussform, wobei eine Teilflache (14) des Opferteiis 
^ (12) eine Tnnenwand der Sprit zgussform beruhrt, 

IS /Vu.f£Ullcn cior Cpr-lt zguaofoirm mit. oin^ar Kunot- otof f — 

gehSusemasse (9) unter Einbetten der in die Spritz- 
■ '• gussform eingebrachten Komponenten, 

Entnehmen der verpackten Komponenten aus der 

Sprit zgussform,, 

20 . - Herausatzen oder Herausl5sen des Opferteils (12) 

aus der Kun^tstof f geh^usemasse (9) unter Bilden 
mindestens eines Kanals (7) und/cder einer Kavitat 
(8) in der Kunststof f geh^usemasse (9) - 

25 2, Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

beim Einbringen des Halbleiterchips (3) mit Schaltungs- 
tr^ger (13) und Opferteil (12) in eine Spritzgussf orm 
. eine Teilflache (14) des Opferteils (12) eine Innenwand 
,30 der Spritzgussf orm beriihrt. 
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Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

als Opferteil (12) ein Bonddraht (10) oder ein Bondband- 
chen verwendet wird, der hzw. das mittels Bonden auf dem 
Sensorbereich (5) des Halbleiterchips (3 J befestigt 
wird, 

Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Opferteil (12) auf den Sensorbereich (5) des Halb- 
leiterchips (3) aufgeklebt wird. 



5. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprOche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

15. die Innenwand der Sprit zgussform vor dem. Einbringen der 

zu verpackenden Komponenten in die Sprit zgussfor-m mit 
einer Folie bedeckt wird, in die sich das Opferteil (12) 
mit seiner herausragenden Teilflache (14) beim SchlieBen 
der Spritzgussform einprSgt. 

2G 

6, Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

nach dem Entnehmen der verpackten Komponenten aus der 
Spritzgussform sine Teilflache (14) des Opferteils {12) 
25 von. der Kunststof f gehSusemasse (9) freigelegt wird. 

7- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch g e k ^ n n z e i c h n e t , dass 

das Opferteil (12) mittels einer Atzlosung oder einer 
30 Trockenatztechnik, vorzugsweise in einem Plasma aus re- 

aktiven Gasen selektiv entfernt wird. 



Fax G3 Nr: 583341 von 0 an VERMITTLUNG (Seite 21 von 30) 
vom 02.10.02 17:23 Uhr- Status: Druckerfehler 
Betreff: 30 Seite(n) empfangen 



02/10/2002 17:22 +49-89-32199388 
FIN 409/200211619 



19 



SCHWEIQER & PARTNER 



S. 22 



10 



8- Elektronisches Bauteil mit einem Kunststof f geh^use (2) 
und mit xnindestens einem Halbleiterchip (3), der auf 
seiner aJctiven Oberseite (4) mindestens einen Sensorbe- 
reich (5) aufweist, und wobei das Kunststof f geh^use (2) 
einen sich Ewischen einer Offnung (6) auf der Oberfiache 
des Kunststoffgehauses (2) und dem einen Sensorbereich 
(5) erstreckenden Kanal (7) bzw. eine Kavitat (8) auf- 
wGist, wobei der Kanal (7)' bzw. die Kavitat (8) in Rich- 
. tung auf den Sensorbereich (5) des Halbleiterchips (3) 
2u wenigstens eine Hinterscheidung aufweist, oder dass 
das elektronische Bauteil (1) rauinlich gekrOrnrnte Kanale 
(7) aufweist- 

9, Elektronisches Bauteil nach Anspruch 8^ 
15 dadurch gekennzeichnet, dass 

der Kanal (7) und/oder die Kavitat (8) zum Sensorbereich 
(5) hin groiiere Querschnitte als die Offnung (6) aufwei- 
sen. 

20 10. Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprtiche 8 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Sensorbereich (5) als Teil eines Drucksensors, eines 
Gassensors, eines Fliissigkeitssensors , eines Beschleuni- 
gungssensors Oder eines Photosensors ausgebildet ist, 

25 

11. Elektronisches Bauteil nach einem der AnsprUche 8 bis 
10, 

dadurch g e k e n n 2 e i c h n e t , dass 

der Kanal (7) bzw. die KavitSt (8)) die Aulienkontur ei- 
30 nes vorgeformten und in die Kunststof f gehausemasse (9) 

eingegossenen Opferteils (12) aufweisen. 
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12. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 8 bis 
11. 

daduxch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

wenigstens ein Teil des Kanals (7) und/oder der KavitSt 
(8) die AuJienkontur eines Bonddrahtes (10), eines Bond- 
kopfes (11) Oder eines Bondbogens aufw^isen. 



- 5 



13- Elektronisches Bauteil einem der AnsprUche 8 bis 12, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
1*0 die Kunststof f gehMusemasse (9) Keramikpartikel bis zu 

einem Fiillgrad zwischen 60 und 95 Gew.% sowie einen Po- 
lyinerkunststDf f oder ein Epoxidharz aufweist. 
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